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 携帯機器に要求される基本的な特性として，小型軽量化や低消費電力がありますが，高性能，多機能化
に伴い 1台当たりの携帯機器に搭載される電子部品の数が多くなればなるほど重要になります． 

 軽薄短小化と低損失化は，セラミック系の電子部品が本来持っている特徴と重なるため，最近の携帯機
器には数多くのセラミック系の電子部品が使われることとなりました．セラミック系の電子部品としては，
主に積層セラミックコンデンサをはじめ，フェライト材料やアルミナ，ガラス系の材料などが使われるイ
ンダクタや EMI除去フィルタ，表面波デバイス，セラミック多層基板技術を利用したモジュールなどがり
ます．  

 本書は，実装基板技術について月刊「マテリアルインテグレーション」に掲載された記事をまとめ，今
後の技術方向を明確にし応えられる内容に致しました．． 

 セラミックスに関連した調査，企画，研究開発，製造などの多くの分野の方々にご活用頂ければ幸甚です． 
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  4 フェライトめっき薄膜の応用開発事例--内層にフェライト薄膜が成膜された 4層プリント基板のノイズ輻射特性 

   4.1 研究の背景 

   4.2 実験方法 

   4.3 実験結果と考察 

  5 まとめ 

 第 5節 レーザ加工超小型積層チップインダクタにおける高精度印刷技術 

  1 はじめに 

  2 レーザ加工法 

  3 高精度印刷 

   3.1 実験方法 

   3.2 実験結果 

  4 積層チップインダクタへの応用 

  5 おわりに 

 第 6節 積層インダクタの銀内部電極によるフェライト格子歪み 

  1 積層インダクタ 

   1.1 積層インダクタ製造法 

   1.2 積層インダクタの用途 

  2 内部銀電極によるフェライトの格子歪 

   2.1 実験方法 

   2.2 フェライトの格子歪分布 

  3 まとめ 

 

第 6章 LCR の集積化 
 第 1 節 LCR 集積化と積層技術 

  1 はじめに 

  2 LCR 集積化技術 

   2.1 積層インダクタ 

   2.2 積層インダクタ用材料 

   2.3 積層 LC 部品 

   2.4 積層混成集積回路部品 

  3 技術動向 

   3.1 大電流対応 

   3.2 高周波対応 

   3.3 小型集積化 

  4 まとめ 

 第 2節 積層トランスについての最新動向  

  1 はじめに 

  2 製品の特徴 

  3 製品例 

   3.1 DC-DC コンバータ用積層トランス 

   3.2 積層コモンモードインピーダ MCZ シリーズ 

   3.3 積層広帯域伝送トランス 

  4 応用例 

   4.1 製品の特長 

   4.2 構造 

   4.3 工法 

   4.4 積層 DC-DC コンバータの回路例 

  5 今後の展開 

 第 3節 積層モジュール DC-DC コンバータ 

  1 はじめに 

  2 要求性能 

  3 回路構成 

  4 構造・製法 

  5 技術説明 

  6 特性 

  7 おわりに 

 第 4節 低温焼結セラミック材料によるマイクロ波フィルタ 



  1 はじめに 

  2 試料の作成 

   2.1 組成系 

   2.2 試料加工条件 

  3 セラミック特性 

   3.1 セラミックの電気．機械的特性 

   3.2 セラミック微細構造 

   3.3 CZG 材の焼結挙動 

   3.4 焼成安定性 

  4 チップ積層マイクロフィルタへの応用 

   4.1 構造・特徴 

  5 まとめ 

 第 5節 薄膜コモンモードフィルタの技術動向 

  1 まえがき 

  2 差動伝送 

  3 受信感度 

  4 小型化 

  5 低 Rdc 化 

  6 薄膜工法を利用した複合化部品 

  7 まとめ 

 第 6節 ソフトフェライトを用いたノイズ抑制部品 

  1 はじめに 

  2 ソフトフェライトを用いた誘導性ノイズ抑制部品 

   2.1 電源用 (AC) コモンモードチョーク 

   2.2 AC 電源用 EMC フィルタ 

   2.3 信号用 (DC) コモンモードチョーク 

   2.4 フェライトコア 

   2.5 フェライトビーズ 

  3 ソフトフェライトを用いたノイズ抑制部品の市場規模 

  4 まとめ 

 

第 7章 サーミスタ，バリスタ，熱電素子 
 第 1 節 PTC サーミスタの歴史と今後の展開 

  1 はじめに 

  2 PTC 特性の発見と基礎研究～1960 年代 

  3 多種多様な用途開拓～70 年代 

  4 PTC 特性の改善と市場急拡大～現在 

  5 PTC サーミスタの現状と今後の動向 

  6 むすび 

 第 2節 0402 形状積層チップ NTC サーミスタの開発 

  1 はじめに 

  2 NTC サーミスタの基本特性 

  3 積層チップ NTC サーミスタについて 

  4 0402 チップ NTC サーミスタの開発 

  5 0402 形状開発における素材技術 

  6 おわりに 

 第 3節 PTC サーミスタの積層化 

  1 はじめに 

  2 電極との同時焼成の課題 

   2.1 PTC サーミスタの原理 

   2.2 積層化の課題と解決策 

  3 実用特性 

   3.1 耐電圧支配要因の検討 

   3.2 積層構造と特性 

  4 まとめと今後の展開 

 第 4節 積層チップバリスタの最新技術 

  1 はじめに 

  2 チップバリスタの構造 

  3 チップバリスタの作製方法とその評価 



  4 チップバリスタの低静電容量化 

  5 インピーダンスマッチングを図った新しい高速伝送線路向けバリスタ 

  6 低バリスタ電圧での誤動作防止改善 

  7 おわりに 

 第 5節 シート積層型熱電素子 

  1 緒言 

   1.1 研究の背景 

   1.2 熱電素子の原理 

  2 実験方法 

   2.1 製造方法 

   2.2 評価方法 

  3 実験結果と考察 

   3.1 一対品の特性 

   3.2 多対品の特性（6対） 

   3.3 耐久性試験結果 

  4 結言 

 

第 8章 SAW，FBAR,アンテナ 
 第 1 節 高周波弾性波デバイスの技術開発と携帯電話への応用 

  1 はじめに 

  2 SAW デバイス開発 

   2.1 SAW デバイス温度特性改善技術 

   2.2 デュープレクサへの応用 

  3 FBAR デバイス開発 

   3.1 Air-gap 型 FBAR デバイスの開発 

   3.2 デュープレクサへの応用と高周波化の検討 

  4 おわりに 

 第 2節 FBAR 技術と FBAR 製品の携帯電話への応用例 

  1 はじめに 

  2 FBAR 技術 

   2.1 Film 

   2.2 Bulk 

   2.3 Acoustic 

   2.4 Resonator 

  3 FBAR の特性および他技術との比較 

  4 FBAR 技術の応用例 

   4.1 北米 PCS 用デュプレクサ 

   4.2 北米 PCS 用 RF 送信フィルタ （フル・バンド） 

  5 FBAR 製品開発動向 

 第 3節 高周波セラミックチップアンテナ 

  1 はじめに 

  2 主なアンテナの種類と原理 

   2.1 モノポールアンテナ 

   2.2 逆 F アンテナ 

   2.3 セラミックス化の流れ 

  3 高周波用セラミックチップアンテナ開発 

   3.1 開発品の特徴 

   3.2 アンテナ評価手法 

   3.3 アンテナ用誘電体材料 

   3.4 アンテナプロセス技術 

  4 チップアンテナ特性例 

  5 おわりに 

 第 4節 LTCC デバイス--アンテナスイッチフィルタの開発-- 

  1 はじめに 

  2 積層スイッチフィルタの要素技術 

  3 積層スイッチフィルタの構成 

  4 SAW フィルタ内蔵積層スイッチフィルタ 

  5 高密度実装化に対する取り組み 

  6 将来の積層スイッチフィルタ 



 

第 9章 積層圧電素子 
 第 1 節 積層圧電アクチュエータで駆動するマイクロロボット 

  1 はじめに 

  2 積層圧電アクチュエータとは 

  3 積層圧電アクチュエータの応用分野 

   3.1 半導体製造装置（マスフローコントローラ） 

   3.2 自動車への応用 

   3.3 他の半導体装置への応用 

  4 積層圧電アクチュエータで駆動するマイクロロボット 

   4.1 積層圧電アクチュエータと電磁石で駆動するマイクロロボット 

    4.1.1 積層圧電アクチュエータ 2個並列型のマイクロロボット 

    4.1.2 積層圧電アクチュエータ 4個ロ型のマイクロロボット\cite {katoh4  

   4.2 積層圧電アクチュエータのみで駆動する慣性駆動型のマイクロロボット 

  5 微少液滴塗布システム 

  6 まとめと今後の課題 

 第 2節  非鉛積層圧電セラミックスを用いた小型超音波モータ 

  1 はじめに 

  2 モータの設計 

   2.1 設計指針 

   2.2 圧電素子 

   2.3 モータ構造 

  3 積層圧電セラミックスの作製 

   3.1 (Sr,Ca)2NaNb5O15 の特性と改良 

   3.2 積層圧電セラミックスの設計と特性 

  4 モータの作製とその特性 

   4.1 モータの作製と測定方法 

   4.2 モータ特性 

  5 アレイ形積層圧電セラミックスによる特性改善 

  6 モータ特性の期待値 

  7 おわりに 

 第 3節 Ni 内部電極積層無鉛圧電セラミックスの研究 

  1 はじめに 

  2 無鉛圧電セラミックス組成の検討 

  3 (K,Na)NbO3 系セラミックスの耐還元性調査 

  4 Ni 積層(K,Na)NbO3 系セラミックスの試作・評価 

  5 まとめと今後の課題 

 第 4節 積層圧電アクチュエータの変位特性に寄与する内部電極構造因子の解析 

  1 はじめに 

  2 積層圧電アクチュエータの変位量を決定する因子 

  3 積層圧電アクチュエータにおける内部電極構造と変位特性との関係 

   3.1 内部電極層自体による変位阻害の実証 

   3.2 端面圧電不活性部による変位阻害の実証 

  4 内部電極層自体の変位阻害のシミュレーション技術と解析結果 

   4.1 シミュレーション技術の必要性 

   4.2 シュミレーション手法（FEM 解析） 

   4.3 電位分布の内部電極層構造依存性 

   4.4 残留応力の内部電極層構造依存性 

   4.5 変位特性の内部電極層構造依存性 

  5 まとめと今後の展開 

 第 5節 RTGG プロセスで設計する配向圧電セラミックス 

  1 はじめに 

  2 圧電セラミックスへの結晶配向付与の要請 

  3 RTGG 前史：結晶配向セラミックスの作製法 

  4 RTGG 法による圧電セラミックスの作製 

  5 配向度と緻密化に影響を与える因子 

   5.1 配向度 

   5.2 緻密化挙動 

  6 まとめ 


